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【はじめに】廃炉作業に伴う原子炉の圧力容器

内部の観察を目的に耐放射線小型軽量撮像素

子の開発を行っている[1]。主な開発目標は、

小型撮像素子のためのマトリックス駆動微小

FEA の開発とその耐放射線性確保、耐放射線

性撮像素子に適した光電変換膜の開発と、これ

らの要素による光信号検出の検証である。本稿

ではこれまでに得られた成果の概要を述べる。 

【電子源開発】一画素を 50 μm としたボルケ

ーノ構造ダブルゲート FEA を開発した[2]。

FEA 領域を 20 μm 程度とし、エミッタ位置を

ゲートに対して低く形成するなどの構造改良

により、最小ビーム径 50 μm程度を実現した[2]。

また、FEA に 1 MGy 以上の 60Co ガンマ線照射

を行い、特性の変化を調べた。図 1 にガンマ線

照射に伴うNi-FEAのアノード電流およびゲー

ト電流の変化を示す。一部の素子に若干の変化

が見られるものの、1 MGy の吸収線量におい

ても大部分の FEA ではアノード電流の低下や

リーク電流の顕著な増加は検出されなかった。 

【光電変換膜開発】CdTe/CdS 光電変換膜に、1 

MGy 以上の 60Co ガンマ線照射を行い、光照射

下における電流電圧特性を評価した。0.5～1 

MGy 付近からやや特性が劣化し始めたが、依

然として十分な光電変換特性を有している[3]。 

【光信号検出確認】CdTe/CdS 光電変換膜に二

次電子放出比抑制膜の Sb2S3を形成したものを

用いて電子線による光信号検出実験を行い、光

検出を行うことができることを示した[4]。 

【まとめ】耐放射線撮像素子の各要素の 1 MGy

以上の耐放射線性を確認し、目標を達成した。 

【謝辞】本研究の一部は「文部科学省英知を結

集した原子力科学技術・人材育成推進事業」 

により実施された「微小真空冷陰極アレイを用

いた高い放射線耐性を持つ小型軽量撮像素子

の開発」の成果である。 
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図 1. ガンマ線照射に伴う Ni-FEAのアノード 

およびゲート電流の変化 
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